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(54) Flussigkristallbildschirm mit verbesserter Hintergrundbeleuchtung 

(57) Flussigkristallbildschirm ausgestattet mit einem Hintergrundbeleuchtungssystem, welches wenigstens eine 
Gasentladungslampe mit einem EntladungsgefaG (5) und wenigstens einem kapazitiven Einkoppelmittel (6) mit einem 
dielektrischen Material der Zusammensetzung [A' a1 n1+ A" a2 n2+ ...A n, an nn+ ][B' b1 m1+ B" b2 m2 + ...B m ' bm mm ]0 3 enthait, wobei 
die Kationen A' a1 n1+ A" a2 n2+ ...A n ' an nn+ mindestens ein oder mehrere Kationen ausgewahlt aus der Gruppe Ba 2+ t Pb 2+ , 
Sr 2+ und Ca 2 + sowie gegebenenfalls ein oder mehrere Kationen ausgewahlt aus der Gruppe Cs 1+ , Rb 1+ « Tl 1+ , K 1+ , 
Pb 2 \ Ag 1 + Sr 2+ , Na 1+ , Bi 3+ , La 3 *, Mg 2+ , Zn 2 + Ca 2+ , Ce 3 + Cd 2+ , Pr 3 * Nd 3+ , Eu 3+ , Gd 3 * und Sm 3+ umfassen, 
die Kationen B b1 m1+ B" b2 m2+ ....B m bm mm mindestens ein oder mehrere Kationen ausgewahlt aus der Gruppe Ti 44 -, Zr 4 * 
und Sn 4 * sowie gegebenenfalls ein oder mehrere Kationen aus der Gruppe Mn 2+ , Cr 2+ , ln 3+ , V 2 + Fe 2+ , Pb 4 *, Li 1 + 
Co 2+ , Sc 3+ ,Zn 2 \ Cu 2+ , U 6+ , Mg 2 + Hf 4 * Mo 3+ , Ni 2+ , Nb 4 * Ti 3+ ,W 4+ , Mo 4+ , Fe 3 \ Mn 3+ ,V 3+ , Re 4 * Ir 4 * Ru 4 *, W 5+ , Ta 5 * 
Cr 3 * Ga 3+ , Co 3+ , Mo 5 *, Ni 3+ , Sb 5 *, W 6+ , Nb 5 + Mo 6+ , Fe 4 * Re 5+ , V 4 * Te 6+ , V 5+ , Cu 3+ , Al 3 + Mn^ Ge 4 *, Y 3 +, Gd 3 * 
Dy 3 * Ho 3 +, Er 3 * Yb 3+ , Tb 3+ und Lu 3+ umfassen, 

0.98 < a 1 + a 2 + .... +a n £ 1 .02, 



0.98 < b 1 + b 2 + .... + b m < 1 .02, 



a.. + a 0 



, + b, +b 5 



+ b m ^2, 
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a 1 *n 1 + a 2 *n 2 + ... + a n *n n + b/m, + b 2 *m 2 + ... + b m *m m S 6 ist. 
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Beschrelbung 

[0001] Die Erfindung betrifft einen Flussigkristallbild- 
schirm ausgestattet mit einem Hintergrundbeleuch- 
tungssystem, welches wenigstens eine Gasentladungs- 
lampe mit einem EntladungsgefaB und wenigstens ei- 
nem kapazitiven Elnkoppelmlttel mit einem dielektri- 
schem Material enthalt. Weiterhin betrifft die Erfindung 
ein Hintergrundbeleuchtungssystem mit wenigstens ei- 
ner Gasentladungslampe sowie eine Gasentladungs- 
lampe. 

[0002] Flussigkristallbildschirme sind passive Anzei- 
gesysteme, das heiBt, sie leuchten nicht selber. Diese 
Bildschirme beruhen auf dem Prinzip, dass Licht die 
Schicht aus Flussigkristallen passiert Oder auch nicht. 
Dies bedeutet, dass eine exteme Lichtquelle benotigt 
wird, urn ein Bild zu erzeugen. In reflektiven Flussigkri- 
stallbildschirmen wird das Umgebungslicht als externe 
Lichtquelle benutzt. Bei transmissiven Flussigkristall- 
bildschirmen wird in einem Hintergrundbeleuchtungssy- 
stem kunstliches Licht erzeugt. 

[0003] Hintergrundsbeleuchtungssystem konnen als 
Lichtquelle eine Gasentladungslampe aufweisen. Ne- 
ben der Erzeugung von Elektronen an sogenannten hei- 
Ben Elektroden durch Gluhemission kann die Gasent- 
ladung auch durch Emission von Elektronen in einem 
starken elektrischen Feld oder direkt durch lonenbe- 
schuss (ioneninduzierte Sekundaremission) hervorge- 
rufen werden. Bei einer kapazitiven Betriebsart werden 
kapazitive Einkoppelmittel als Elektroden verwendet. 
Diese kapazitiven Einkoppelmittel sind aus einem di- 
elektrischen Material gebildet, das auf einer Seite Kon- 
takt mit dem Entladungsgas hat und auf der anderen 
Seite elektrisch leitfahig mit einem auBeren Stromkreis 
verbunden ist. Durch eine an die kapazitive Einkoppel- 
mittel angelegte Wechselspannung wird in dem Entla- 
dungsgefaB ein elektrisches Wechselfeld erzeugt, in 
dem sich die Elektronen bewegen und in bekannter Wei- 
se eine Gasentladung anregen. 

[0004] Aus der DE 199 15 616 ist eine derartige Ga- 
sentladungslampe bekannt, in der anstelle der sonst ub- 
lichen Metallelektroden ein gesintertes, ferroelektri- 
sches Material als kapazitive Einkoppelmittel verwendet 
wird. Als gesintertes, ferroelektrisches Material wurde 
vorzugsweise Ba(Ti 091 Zr 00 9)O 3 mit Dotierungen aus 
bestimmten Donator/Akzeptor-Kombinationen verwen- 
det. Das beschriebene Material weist eine hohe Dielek- 
trizitatskonstante und eine rechteckige Hystereschleife 
auf. 

[0005] Nachteilig bet dem verwendeten Materialien 
ist, dass das Material grobkornig ist. Damit weist das 
kapazitive Einkoppelmittel eine verringerte mechani- 
sche Festigkeit auf. Ein weiterer Nachteil ist, dass mit 
80 °C die Curie-Temperatur des ferroetektrischen Ma- 
terials und somit die Betriebstemperatur der Gasentla- 
dungslampe sehr niedrig ist. 

[0006] Es ist deshalb eine Aufgabe der Erfindung, die 
Nachteile des Standes derTechnik zu umgehen und ei- 



nen Flussigkristallbildschirm mit verbesserter Hinter- 
grundbeleuchtung, insbesondere mit verbesserter 
Lichtquelle, bereitzustellen. 

[0007] Diese Aufgabe wird geldst durch einen Flus- 
s sigkristatlbildschirm ausgestattet mit einem Hintergrund 
beleuchtungssystem, welches wenigstens eine Gasent- 
ladungslampe mit einem EntladungsgefSB und wenig- 
stens einem kapazitiven Einkoppelmittel mit einem di- 
elektrlschen Material der Zusammensetzung [A' al n14 

10 A- a2 n2 + ... A n' an nn +] [B' b1 m1 + B\ 2 ^.,.B^ bm ^}0 3 ent- 
hfilt, wobei die Kationen A' a1 n14 A M a2 n2+ ...A n, an nn+ min- 
destens ein oder mehrere Kationen ausgewahlt aus der 
Gruppe Ba 2+ , Pb 24 , Sr 24 und Ca 2+ sowie gegebenen- 
falts ein oder mehrere Kationen ausgewahlt aus der 

15 Gruppe Csi+, Rb^ 4 , Tl 14 , K 14 Pb 24 , Ag^ 4 , Sr 24 , Na 14 , 
Bi 34 , La 34 , Mg 24 , Zn 24 , Ca 24 , Ce 34 , Cd 24 , Pr 34 , Nd 34 , 
Eu 34 , Gd 34 und Sm 34 umfassen, die Kationen B' b1 m14 
B" b2 m24 ....B m ' bm mn+ mindestens ein oder mehrere Kat- 
ionen ausgewahlt aus der Gruppe Ti 4+ , Zr 44 und Sn 44 

20 sowie gegebenenfalls ein oder mehrere Kationen aus 
der Gruppe Mn 24 , Cr 2+ , In 34 , V 2+ , Fe 24 Pd 4 * Li 1+ , Co 24 , 
Sc 34 , Zn 24 , Cu 2+ , U 64 , Mg 24 , Hf 44 , Mo 34 , Ni 2+ , Nb 44 -, 
Ti 34 , W 44 , Mo 44 , Fe 34 , Mn 34 , V 3 \ Re 44 -, Ir* 4 , Ru 44 -, W* 4 , 
Ta 54 , Cr 34 , Ga 34 Co 34 , Mo* 4 , Ni 34 *, Sb 54 , W 64 Nb 54 , 

25 Mo 64 , Fe 44 , Re 54 , V 44 , Te 64 , V 5+ , Cu 3+ , Al 3+ , Mn 44 ", 
Ge 44 , Y 3+ , Gd 34 , Dy 34 Ho 3+ , E^, Yb 3+ , Tb 3 * und Lu 34 
umfassen, 

0.98 < a 1 + a 2 +-.... + a n ^ 1 .02, 
30 0.98 ^b 1 +b 2 + .... + b m 551.02, 

a 1 + a 2 + + a n + b 1 + b 2 + + b m < 2, 

a t *n 1 + a 2 *n 2 + •••+ a n* nn + b 1 *m 1 + b 2 *m 2 + ... + 
b m *m m <, 6 ist. 

35 [0008] Durch die Verwendung der erfindungsgema- 
Ben dielektrischen Materialien in dem kapazitiven Ein- 
koppelmittel der Gasentladungslampe wird ein Flussig- 
kristallbildschirm mitverbesserten Eigenschaften erhal- 
ten. Die erfindungsgemaBen Materialien lassen sich mit 

40 relativ kleinen KorngroBen (< 20 ujn) herstellen. Das ka- 
pazitive Einkoppelmittel, welches ein erfindungsgema- 
Bes dielektrisches Material enthalt, weist dadurch eine 
hohere mechanische Festigkeit auf und ist somit deut- 
lich langlebiger. Durch die erhohte Durchschlagfestig- 

45 keit kann ein kapazitives Einkoppelmittel mit dunnerer 
Schichtdicke hergestellt werden. Ein weiterer Vorteil ist, 
dass die dielektrischen Materialien im Vergleich zu dem 
oben genannten Stand der Technik einen niedrigeren 
Kathodenfall, dass heiBt niedrigere Verluste bei der Ein- 

so kopplung des Stroms in die Gasentladungslampe, auf- 
weisen. Insgesamt wird dadurch eine effizientere Gas- 
entladungslampe erhalten. Ein weiterer Vorteil ist, dass 
die erfindungsgemaBen dielektrischen Materialien eine 
festere Verbindung mit Glas eingehen. Dies erhoht die 

55 Vakuumdichtigkeit der Gasentladungslampe. Weiterhin 
weisen die erfindungsgemaBen dielektrischen Materia- 
lien eine Curie-Temperatur groBer 80 °C auf. 
[0009] Es ist bevorzugt, dass die Kationen A a1 n14 
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A" a 2 n2+ ...A n ' an n,>f Ba 2+ umfassen und die Kationen 
B' b1 m1+ B" b2 m2+ . ...B m ' bm mm - Nb 5 *, Co 2+ und Mn 3+ um- 
fassen. 

[0010] Ein kapazitives Einkoppelmittel mit diesem di- 
elektrischen Material zeichnet sich durch eine hohe Fe- 
stigkeit, einen niedrigen Kathodenfall und einer Curie- 
Temperatur von 125 °C aus, 

[0011] Weiterhin kann es bevorzugt sein, dass das 
kapazitive Einkoppelmittel zusatzlich ein Sinterhilfsmit- 
tel enthalt. 

[0012] Es ist ganz besonders bevorzugt, dass das 
Sinterhilfsmittel Si0 2 ist. 

[001 3] Durch Sinterhilfsmittel wird die Herstellung des 
kapazitiven Einkoppelmittels verbessert. Weiterhin 
kann das Sinterhilfsmittel die Eigenschaften des dielek- 
trischen Materials, und somit des kapazitiven Einkop- 
pelmittels, vorteilhaft beeinflussen. 
[001 4] Es ist ganz besonders bevorzugt, dass die Kat- 
ionen A' a1 n1+ A M a2 n2+ ...A n ' an nn+ Ba 2+ und Mg 2+ umfas- 
sen, die Kationen B' b1 m1+ B M b2 m2+ ....B m, bm mn+ Y 3+ , W 6 *, 
Mo 6+ und Mn 2+ umfassen und die zusatzliche Verbin- 
dung Si0 2 ist. 

[0015] Ein kapazitives Einkoppelmittel mit diesem di- 
elektrischen Material zeichnet sich durch eine hohe Fe- 
stigkeit, einen niedrigen Kathodenfall und einer Curie- 
Temperatur von 125 °C aus. 

[0016] Weiterhin betrifft die Erfindung ein Hinter- 
grundbeleuchtungssystem, welches wenigstens eine 
Gasentladungslampe enthalt, sowie eine Gasentla- 
dungslampe mit einem EntladungsgefaB und wenig- 
stens einem kapazitiven Einkoppelmittel mit einem di- 
elektrischen Material der Zusammensetzung [A' a1 n1 + 
A^^.-.A"'^"^] [B' b1 m1 + B" b2 m2+ • ■ B m, bm mn+ ]0 3 , wo- 
bei die Kationen A' a1 n1+ A ,, a2 n2+ ...A n ' an nn+ mindestens 
ein Oder mehrere Kationen ausgewahlt aus der Gruppe 
Ba 2+ , Pb 2+ , Sr 2 + und Ca 2+ sowie gegebenenfalls ein 
oder mehrere Kationen ausgewahlt aus der Gruppe 
Cs 1+ , Rb 1+ , Tl 1+ , K 1+ , Pb 2 +, Ag 1+ , Sr 2 * Na 1+ , Bi 3 *, La 3+ , 
Mg 2 + Zn 2+ , Ca 2+ , Ce 3+ , Cd 2+ , Pr 3 *, Nd 3+ , Eu 3+ , Gd 3+ 
und Sm 3+ umfassen, 

die Kationen B b1 m1+ B M b2 m2+ ....B m ' bm nin+ mindestens 
ein oder mehrere Kationen ausgewahlt aus der Gruppe 
Ti 4+ , Zr* + und Sn 4 * sowie gegebenenfalls ein oder meh- 
rere Kationen aus der Gruppe Mn 2+ , Cr 2+ , ln 3+ , V 2+ , 
Fe 2+ , Pb 4+ , Li 1 + Co 2+ , Sc 3 ^ Zn 2+ , Cu 2+ , U 6+ , Mg 2+ , 
Hf 4 ^ Mo 3+ , Ni 2+ , Nb 4 * Ti 3 ^ W 4+ , Mo 4+ , Fe 3+ , Mn 3+ , V 3+ , 
Re 4 *, Ir 4 *, Ru 4+ , W 5+ , Ta 5+ , Cr 3 "*-, Ga 3+ , Co 3+ , Mo 5+ , 
Ni 3+ , Sb 5+ , W 6+ , Nb 5+ , Mo 6+ , Fe 4 * Re 5+ , V 4 *, Te 6+ , V 5+ , 
Cu 3+ A |3 +( Mn 4+ Ge 4+ Y 3 + Gd 3+ , Dy 3+ , Ho 3 *, Er 3 *, 
Yb 3+ , Tb 3+ und Lu 3+ umfassen, 

0.98 < + a 2 + ....+ a n < 1 .02, 

0.98 < b 1 + b 2 + .... + b m < 1 .02, 

a 1 + a 2 + .... + a n + b 1 +• b 2 + .... + b m < 2, 

a/n 1 + a 2 *n 2 + ... + a n *n n + b^m 1 + b 2 *m 2 + ... +■ 

b m *m m < 6 ist. 

[0017] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile 



der Erfindung ergeben sich aus derfolgenden Beschrei- 
bung von bevorzugten Ausfuhrungsformen anhand der 
Zeichnungen. Dabei zeigt 

5 Fig. 1 den schematischen Aufbau eines Hinter- 
grundbeleuchtungssystems, 

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Gasent- 
ladungslampe und 

10 

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines kapaziti- 
ven Einkoppelmittel im Querschnitt. 

[0018] Ein Flussigkristallbildschirmweistublicherwei- 

15 se eine Flussigkristalleinheit und ein Hintergrundsbe- 
leuchtungssystem auf. Die Flussigkristalleinheit um- 
fasst einen ersten und einen zweiten Polarisator sowie 
eine Flussigkristallzelle, welche zwei transparente Plat- 
ten aufweist, diejeweils eine Matrix aus lichtdurchlassi- 

20 gen Elektroden tragen. Zwischen den beiden transpa- 
renten Platten ist ein Flussigkristallmaterial angeordnet. 
Das Flussigkristallmaterial enthalt beispielsweise TN 
(twisted nematic)-Flussigkristalle, STN (super twisted 
nematic)-Flussigkristalle, DSTN(double super twisted 

25 nematic)-Flussigkristalle, FSTN(foil super twisted ne- 
matic)-Flussigkristalle, VAN(vertically alligned)-Flussig- 
kristalle oder OCB(optically compensated bend)-Flus- 
sigkristalle. Die Flussigkristallzelle ist sandwichartigvon 
den zwei Polarisatoren, wobei der zweite Polarisator 

30 vom Betrachter gesehen werden kann, umschlossen. 
[0019] Zur Erzeugung und Darstellung von farbigen 
Bildern wird die Flussigkristalleinheit mit einem Farbfil- 
ter versehen. Der Farbfilter enthalt mosaikartig gemu- 
sterte Pixel, die entweder rotes, grunes oder blaues 

35 Licht durchlassen. Der Farbfilter ist vorzugsweise zwi- 
schen dem ersten Polarisator und der Flussigkristallzel- 
le angeordnet. 

[0020] Das Hintergrundbeleuchtungssystem kann ein 
beispielsweise ein "Direct-Lif-Hintergrundsbeleuch- 
40 tungssystem oder ein "Side-Lif-Hintergrundbeleuch- 
tungssystem, welches einen Lichtleiter und eine Aus- 
koppelstruktur aufweist, sein. 

[0021 ] Ein Hintergrundbeleuchtungssystem weist ge- 
maB Fig. 1 eine Lichtquelle 1 auf, die sich meist in einem 

45 Gehause 2 befindet, welches vorzugsweise auf der In- 
nenseite einen Reflektor aufweist. Das Hintergrundsbe- 
leuchtungssystem kann weiterhin eine Diffusorplatte 3 
und einen Kollimator4 aufweisen. 
[0022] Die Lichtquelle 1 , welche eine Gasentladungs- 

50 lampe mit wenigstens einem kapazitiven Einkoppelmit- 
tel 6 ist, emittiert vorzugsweise weiBes oder nahezu wei- 
Bes Licht. 

[0023] In Fig. 2 ist eine mogliche Ausfuhrungsform ei- 
ner Gasentladungslampe mit zwei kapazitiven Einkop- 
55 pelmitteln gezeigt. Die Gasentladungslampe weist als 
EntladungsgefSB 5 ein Glasrohr auf. Das von innen mit 
einem Leuchtstoff oder mit einer Leuchtstoffkombinati- 
on beschichtete EntladungsgefaB 5 besitzt vorzugswei- 
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se einen Innendurchmesser von 3 mm, einen AuBen- 
durchmesser von 4 mm, eine LSnge von 40 cm und ist 
mit 50 mbar Ar und 5 mg Hg gefullt. E(n kapazitives Eln- 
koppelmittel 6 an beiden Enden wird jeweils von einem 
zylinderformigen Rohr mit einem erfindungsgemaBen 5 
dielektrischen Material gebildet. Das kapazitive Einkop- 
pelmittel 6 hat vorzugsweise einen AuBendurchmesser 
von 4 mm bei einer Wanddicke von 0,5 mm und einer 
Lange von 1 0 mm. Das EntladungsgeffiB 5 wird durch 
das kapazitive Einkoppelmittel 6, die den gleichen In- 10 
nendurchmesser besitzt, mittels eines Lotverfahrens 
vakuumdicht mit einer scheibenformigen, dielektrischen 
Kappe 7 verschlossen. Auf der AuBenseitejedes kapa- 
zitiven Einkoppelmittels 6 1st eine Schicht Silberpaste 
aufgebracht, die zuvor ausgebrannt wurde, so dass sie is 
als eine elektrische Kontaktierung 8 wirkt. Mittels dieser 
elektrischen Kontaktierung 8 wird die Gasentladungs- 
lampe mit einem externen Stromnetz verbunden. Als 
externes Stromnetz dient in diesem Ausfuhrungsbei- 
spiel eine Lampentreiberschaltung 9, die bei 40 kHz und 20 
einer mittleren Spannung von etwa 350 V einen Strom 
von 30 mA liefert. Die Lampe liefert im stationaren Be- 
trieb einen Lichtstrom von ungefahr 600 Lumen. Der 
Treiber 9 enthalt ferner einen Teil zum Ziinden der Ga- 
sentladungslampe, der kurzfristig Spannungen von 25 
1 500 V zu liefern in der Lage ist. Nach der Zundung bil- 
det sich eine stationare Gasentladung aus. Elektronen 
gelangen auf die Oberflache des dielektrischen Materi- 
als des kapazitiven Einkoppelmittels 6 und bleiben dort 
haften, was zu einer Erhohung des ioneninduzierten Se- 30 
kundaremissionskoeffizienten y fuhrt. Dadurch wird die 
Effizienz der Gasentladungslampe erhoht. 
[0024] Die Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung 
eines erfindungsgemaBen kapazitiven Einkoppelmittels 
6 im Querschnitt. Der, mit einem Fullgas gefullte, Innen- 35 
raum 12 wird von einer dielektrischen Schicht 10, wel- 
che ein erfindungsgemaBes dielektrisches Material ent- 
halt, umgeben. Auf der dielektrischen Schichten 10 ist 
eine Metallisierungsschicht 11 aufgebracht, die zur 
elektrischen Kontaktierung dient. Alternativ kann auf der *o 
dielektrischen Schicht 1 0, d. h. auf der Seite zum Innen- 
raum, eine weitere dunne dielektrische Schicht als 
Schutzschicht aufgebracht sein. 

[0025] Fur das Fullgas im EntladungsgefaB 5 wird 
vorzugsweise eine Mischung gewahlt, die wenigstens 45 
ein Edeigas oder ein Edelgas und Quecksilber enthalt. 
Fur die erfindungsgemaBe Lampe konnen eine Vielzahl 
von Gasmischungen als Fullgas verwendet werden. 
Insbesondere konnen die in bekannten Niederdruckga- 
sentladungslampen verwendeten Fullgase eingesetzt 50 
werden. 

[0026] Als dielektrische Materialien fur das kapaziti- 
ven Einkoppelmittel 6 konnen beispielsweise BaTi0 3 , 
PbTi0 3 , SrTiOg, CaTiOg, BaZr0 3 , BaSn0 3 , PbZr0 3 , 
PbSn0 3 , SrSn0 3 , SrZr0 3 , CaZr0 3 , CaSn0 3 Oder 55 
Mischkristalle aus zwei oder mehr dieser Verbindungen 
verwendet werden. AuBerdem konnen dielektrische 
Materialien verwendet werden, welche BaTi0 3 , PbTi0 3 , 



SrTi0 3 , CaTi0 3 , BaZr0 3 , BaSn0 3 , PbZr0 3 , PbSn0 3 , 
SrSn0 3> SrZr0 3 , CaZr0 3 , CaSn0 3 oder Mischkristalle 
dieser Verbindungen sowie ein oder mehrere Kationen 
ausgewahlt aus der Gruppe Cs 1 *, Rb 1 *, Tl 1 +, K 1 *, Pb 2+ , 
Ag 1 * Sr 2 *, Na 1 +, Bi 3 *, La 3 *, Mg 2 *, Zn 2 +, Ca 2 *, Ce 3 *, 
Cd 2 *, Pr 3 * Nd 3+ , Eu 3 * Gd 3 *, Sm 3 * Mn 2+ , Cr 2 *, In 3 *, 
V 2 *, Fe 2 *, Pb 4 *, Li 1 *, Co 2 *, Sc 3 *, Zn 2 * Cu 2 *, U 6 *, Hf 4 *, 
Mo 3 *, Ni 2 * Nb 4 *, Tt 3 *, W 4 *, Mo 4 *, Fe 3 * Mn 3 *, V 3 *, 
Re 4 * Ir 4 *, Ru 4 *, W 5 *, Ta 5 * Cr 3 *, Ga 3 *, Co 3+ , Mo 5 *, 
Ni 3 *', Sb s +, W 6 * IMb 5 *, Mo 6 *, Fe 4 *, Re 5+ , V 4 *, Te 6 *, V 5 *, 
Cu 3+ , Al 3 *, Mn 4 *, Ge 4 *, Y 3 *, Gd 3 *, Dy 3 *, Ho 3 *, Er 3 *, 
Yb 3 *, Tb 3 * und Lu 3 * enthalten. Neben diesen dielektri- 
sche Materialien kann das kapazitive Einkoppelmittel 6 
zusatzlich noch Sinterhilfsmittel enthalten. Die Menge 
an zusatzlichem Sinterhilfsmittel liegt vorzugsweise 
zwischen 0.01 und 5 Gew.-% bezogen auf die Menge 
an dielektrischem Material. Bevorzugt enthalt das kapa- 
zitive Einkoppelmitteln 6 als zusatzliches Sinterhilfsmit- 
tel Si0 2 . 

[0027] Es ist ganz besonders bevorzugt, dass das ka- 
pazitive Einkoppelmittel 6 BaTi0 3 dotiert mit Nb 5 *, Mn 2 * 
und Co 2 * enthalt. Eine weitere besonders bevorzugte 
Ausfuhrungsform sieht vor, dass das kapazitive Einkop- 
pelmittel 6 BaTi0 3 dotiert mit Y 3 +, W 6 * Mo 6 * und Mn 2 * 
sowie als zusatzliches Sinterhilfsmittel Si0 2 enthalt. Ein 
kapazitives Einkoppelmittel 6 mit einem der beiden di- 
elektrischen Materialien zeichnet sich durch eine hohe 
Festigkeit, einen niedrigen Kathodenfall und einer Cu- 
rie-Temperatur von 125 °C aus. Im Vergleich zu einer 
kommerziell erhaltlichen Kaltkathodenlampe mit metal- 
lischen Elektroden ist der Kathodenfall einer Gasentla- 
dungslampe, welche als kapazitives Einkoppelmittel 6 
BaTi0 3 dotiert mit 1Mb 5 *, Mn 2 * und Co 2 * enthalt, 20 % 
niedriger. Bei einer Gasentladungslampe, welche als 
kapazitives Einkoppelmittel 6 BaTi0 3 dotiert mit Y 3 *, 
W 6 *, Mo 6 * und Mn 2 * sowie als zusatzliches Sinterhilfs- 
mittel SiO z enthalt, ist der Kathodenfall im Vergleich zu 
einer kommerziell erhaltlichen Kaltkathodenlampe mit 
metallischen Elektroden urn 40 % reduziert. 



Patentansprllche 

1. Flussigkristallbiidschirm ausgestattet mit einem 
Hintergrundbeleuchtungssystem, welches wenig- 
stens eine Gasentladungslampe mit einem Entla- 
dungsgefaB (5) und wenigstens einem kapazitiven 
Einkoppelmittel (6) mit einem dielektrischen Mate- 
rial der Zusammensetzung [A' a1 n1 * A" a2 n2 *... 
A n an nn+ ] [B' b1 m1 * B" b2 " 2 * ...B m ' bm ™ +] o 3 enthalt, 
wobei die Kationen A' a1 n1 + A" a2 n2 *...A n an nn * min- 
destens ein oder mehrere Kationen ausgewahlt aus 
der Gruppe Ba 2 +, Pb 2 *, Sr 2 * und Ca 2 + sowie gege- 
benenfalls ein oder mehrere Kationen ausgewahlt 
aus der Gruppe Cs 1 *, Rb 1 * Tl 1 *, K 1 +, Pb 2 *, Ag 1 +, 
Sr 2 *, Na 1 *, Bi 3 *, La 3 *, Mg 2 *, Zn 2 +, Ca 2 * Ce 3 *, 
Cd 2 *, Pr 3 *, Nd 3 *, Eu 3 *, Gd 3 * und Sm 3 * umfassen, 
die Kationen B' bl m1 + B n b2 m2 +....B m ' bm mn + minde- 



c 



EP 1 263 021 A1 



stens ein oder mehrere Kationen ausgewahlt aus 
der Gruppe Ti 4 * Zr 4 * und Sri 4 * sowie gegebenen- 
falls ein oder mehrere Kationen aus der Gruppe 
Mn 2 * Cr 2 *, In 3 *, V 2 *, Fe 2 * Pb 4 * Li 1 *, Co 2 * Sc 3 * 
Zn 2 *,Cu 2 * U**, Mg 2 *, Hf 4 *, Mo 3 * Ni 2 +, Nb 4 * Ti 3 * 
W 4 * Mo 4 *' Fe 3 * Mn 3 * V 3 * Re 4 *, Ir 4 * Ru^, W 5 * 
Ta 5+ , Cr 3 *, Ga 3 *, Co 3 * Mo 5 * Ni 3 * Sb 5 *, W 6 *, 
Nb 5 *', Mo 6 *, Fe 4 * Re 5 * V 4 *, Te 6+ , V 5 *, Cu 3 * Al 3 *, 
Mn 4 *', Ge 4 * Y 3 *, Gd 3 * Dy 3 * Ho 3 *, Er 3 * Yb 3 *, Tb 3 * 
und Lu 3 * umfassen, 

0.98 £a, +82 + .... +a„£ 1.02, 

0.98 < b, + b 2 + .... +b m < 1 .02, 

a A + a 2 + .... + a n + b 1 + b 2 + + b m < 2, 

a/n 1 + a 2 *n 2 + ... + a n *n n + b^m 1 + b 2 *m 2 + ... 

+ b m *m m < 6 1st. 

2. Flussigkristallbildschirm nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet , 
dass die Kationen A' a1 n1 * A'' a2 " 2 * ..A" ar r* Ba 2 * 
umfassen und die Kationen B' b1 m1 * B" b2 m2+ -- 
Bm bm mn+ Nd5+ ' Co 2+ und Mn 3+ umfassen. 

3. Flussigkristallbildschirm nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das kapazitive Einkoppelmittel (6) zusatzlich 
ein Sinterhilfsmittel enthalt. 

4. Flussigkristallbildschirm nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet , 

dass Sinterhilfsmittel Si0 2 ist. 

5. Flussigkristallbildschirm nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet , 

dass die Kationen A' a1 " 1 * A H a2 n 2 ^..An' an ™* Ba 2 * 
und Mg 2+ umfassen, die Kationen B' b1 m1+ 
B"b 2 m2+ . -B" 1 bm mn+ y3+ » w6+ » Mo 6 * und Mn 2 * um- 
fassen und die zusatzliche Verbindung Si0 2 ist. 

6. Hintergrundbeleuchtungssystem, welches wenig- 
stens eine Gasentladungslampe mit einem Entla- 
dungsgefafc und wenigstens einem kapazitiven Ein- 
koppelmittel (6) mit einem dielektrischen Material 
der Zusammensetzung [A* a1 " 1 * A" a2 " 2 *. ..A n ' an nn *] 
[B* b1 m1 * B" b2 m2+ ....B m, bm mn+ ]0 3 enthalt, wobei die 
Kationen A' a1 n1 * A" a2 n2+ -A rf an nn+ mindestens ein 
oder mehrere Kationen ausgewahlt aus der Gruppe 
Ba 2 * Pb 2+ , Sr 2+ und Ca 2 * sowie gegebenenfalls 
ein oder mehrere Kationen ausgewahlt aus der 
Gruppe Cs 1 *, Rb 1 *, TI 1 *, K 1 *, Pb 2 * Ag 1 * Sr 2 * 
Na 1+ , Bi 3 * La 3 * Mg 2 *, Zn 2 * Ca 2 * Ce 3 *, Cd 2 *, 
Pr 3+ , Nd 3 * Eu 3+ , Gd 3+ und Sm 34 umfassen, 

die kationen B' b1 " 1 * BV" 2+ - • Bm bm mn+ minde- 
stens ein oder mehrere Kationen ausgewahlt aus 
der Gruppe Tr 4 *, Zr 4 * und Sn 4 * sowie gegebenen- 
falls ein oder mehrere Kationen aus der Gruppe 
Mn 2 *, Cr 2+ , In 3 *, V 2 * Fe 2+ , Pb 4 *, Li 1+ , Co 2 *, Sc 3 *, 
Zn 2 *,Cu 2 \ U 6 * Mg 2 *, Hf 4 * Mo 3+ , Ni 2 *, Mb^, Ti 3+ , 



W 4 * Mo 44 Fe 3 * Mn 3+ , V 3+ , Re 4 *, Ir 4 * Ru 4 * W 5 *, 
Ta 5 *' Cr 3 *', Ga 3 * Co 3 *, Mo 5 *, NI 3 *, Sb 5 *, W 6 * 
Mb 5 * Mo 6 * Fe 4 *, Re 5 * V 4 *, Te 6 *, V 5 *, Cu 3 *, Al 3 * 
Mn 4 *, Ge 4 *, Y 3 *, Gd 3 *, Dy 3 * Ho 3 *, Er 3 *, Yb 3 *, Tb 3 * 
und Lu 3 * umfassen, 
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0.98 <> a^ + a 2 + .... +a n * 1 02 » 
0.98^ +b 2 + .... + b m £ 1.02, 

Q.j.fl-J. 4- fl_ 4- b« + bo + .... 



O.SB SD^ + u 2 + .... ** rn wc - 

a! + a 2 + .... + a n + b n + b 2 + ... 
a/n 1 + a^n 2 + ...+ a n *n" + b^r 
+ b *m m = 6 ist. 



...b m = 2, 
*m 1 +b 2 *m 2 + ... 



Gasentladungslampe mit einem EntladungsgefaB 
und wenigstens einem kapazitiven Einkoppelmittel 
(6) mit einem dielektrischen Material der Zusam- 
mensetzung [A' a1 "1+ A" a2 n2*...An an nn + ] [B'^ 1 * 
B H b2 m2 * .. B m ' bm nnn+ ]03 enthalt, wobei die Kationen 
ai ni+A" « n2+ A n ' nn * mindestens ein oder meh- 

M a1 rt a2 an _ 2 

rere Kationen ausgewahlt aus der Gruppe Ba^ , 
Pb 2 *, Sr 2 * und Ca 2 * sowie gegebenenfalls ein oder 
mehrere Kationen ausgewahlt aus der Gruppe 
Cs 1 *, Rbi+, Tl 1 *, K 1 +, Pb 2 *, Ag 1 *, Sr 2 *, Na 1 *, Bi 3 *, 
La 3 *,' Mg 2 *, Zn 2 *, Ca 2 *, Ce 3 *, Cd 2 \ Pr 3 *, Nd 3 *, 
Eu 3 *, Gd 3 * und Sm 3 * umfassen, 
die Kationen B' b1 m1 * B" b2 m2 -....B^ bm mn * minde- 
stens ein oder mehrere Kationen ausgewahlt aus 
der Gruppe Ti 4 * Zr 4 * und Sn 4 * sowie gegebenen- 
falls ein oder mehrere Kationen aus der Gruppe 
Mn 2 *, Cr 2 * In 3 *, V 2 *, Fe 2 *, Pb 4 *, Li 1 *, Co 2+ , Sc 3 *, 
Zn 2+ , Cu 2 *,' U 6 *, Mg 2 *, Hf 4 *, Mo 3+ , Mi 2 *, Mb 4 *, Ti 3 *, 
W 4 * Mo 4 *! Fe 3+ , Mn 3 *, V 3 *, Re 4 *, Ir 4 * Ru 4 *, W 5 *, 
Ta 5 *, Cr 3 *! Ga 3 *, Co 3 *, Mo 5 *, Ni 3 * 1 , Sb 5 *, W 6 *, 
Nb 5 * Mo^, Fe 4 *, Re 5 *, V 4 *, Te 6 *, V 5 *, Cu 3 *, Al 3 *, 
Mn 4 *' Ge 4 *, Y 3 * Gd 3 ^, Dy 3 *, Ho 3 *, Er 3 *, Yb 3 * Tb 3 * 
und Lu 3+ umfassen, 

0.98 <a 1 +a 2 + .... + a n < 1.02, 
0.98<b l +b 2 +....+ b m <1.02, 
a^ + a 2 + .... + a n + b A + b 2 +....+ b m < 2, 
3l *n 1 + a 2 *n 2 + ...+ a n *n n + b^m 1 + b 2 *m 2 + ... 
+ b*m m < 6 ist. 



6 



EP 1 263 021 A1 



O Q O 



7 



FIG. 1 



7 6 



8 




z 



6 7 

V 



x. 



8 



FIG. 2 




7 



EP 1 263 021 A1 



Europalsches 
Patentamt 



EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT 



Nummor der Anmetdung 

EP 02 10 0572 



EINSCHLAQIQE POKUMENTE 



Kategorie 



Y 
X 

Y 

D,X 
Y 



Kennzeichnung des Ookuments mit Angabe, 
dor maBfleblichon Telle 



Befrlfft 
Anspruch 



KLA58IRKATIQN DER 
ANMELDUNO (lnl.CL7) 



EP 1 137 050 A (PHILIPS CORP INTELLECTUAL 
PTY ;K0NINKL PHILIPS ELECTRONICS NV (NL)) 
26. September 2001 (2001-09-26) 

* Zusammenfassung; Abbildungen 1-7 * 

* Absatze '0015! , ' 0017 ! , < 0020!- < 0029! * 

W0 98 26447 A (PATRA PATENT TREUHAND 
iHITZSCHKE LOTHAR (DE); V0LLK0MMER FRANK 
(DE) 18. Jun1 1998 (1998-06-18) 

Seite 4, Zeile 8 - Seite 9, Zelle 8; 
Abbildungen 1A-2B * 

EP 1 087 422 A (PHILIPS CORP INTELLECTUAL 
PTY ;K0NINKL PHILIPS ELECTRONICS NV (NL)) 
28. Marz 2001 (2001-03-28) 

* Zusammenfassung; Abbildungen 1-3 * 

* Absatze '0014!-'0016! * 

0E 199 15 616 A (PHILIPS CORP INTELLECTUAL 
PTY) 12. Oktober 2000 (2000-10-12) 
Zusammenfassung; Anspruche 2,3,5 * 

* Seite 2, Zelle 15 - Seite 3, Zeile 40; 
Tabellen 1,2 * 

HASHIMOTO K ET AL: "HIGH-LUMINANCE AND 
HIGH-EFFICACY ELECTRIC-FIELD-COUPLED 
DISCHARGE LAMP FOR LCD BACKLIGHTING" 
1999 SID INTERNATIONAL SYMPOSIUM DIGEST OF 
TECHNICAL PAPERS. SAN JOSE, CA, MAY 18 - 
20 t 1999, SID INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
DIGEST OF TECHNICAL PAPERS, SAN OOSE, CA: 
SID , US, 

Bd 30, 18. Mai 1999 (1999-05-18), Seiten 
760-763, XP000894817 

* Zusammenfassung; Abbildungen 1-3,54 * 

V- 



1,2,6,7 

1,6,7 

2-5 

6,7 

1-5 
6,7 

1,2,5 

1 



HOI J 65/04 
H01061/067 



RBCHBRCHIERTE 
SACHQEBIETE (lnt.Ct.7) 



H01J 



Der vorliegende Recherchenbedcht wurde fur alio 



Recherch«oort 

mOnchen 



Patentanspruche erstellt 

AbachluBdatum dar Reoherohe 



9. August 2002 



Lang, T 



2 



KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE 

X • von besonderer Bodeutung alleln betrachtet 
Y ' von besonderer Bedeutung In Verblndung mltelner 
' anderen VenSffanfflchung derselben Kategorie 
' A : technokjglschar Hlntergrund 
O : nlchtschrtnilche Offenbarung 
P : Zwfechenilteratur 



T : der Erflndung zugrunda llegende Theorlen Oder Grundsatze 
E : atteres Palentdokumenl, das jedoch erst err Oder 
nach dam A nm eld ©datum verorfentltaht worden 1st 
D : In der AnmekJung angefuhrles DoKumen: 
L : aus anderen GrOnden angetuhrtea Dokument 



& : Mttgtied der gleichen PatenHamllle.uberelnstJrnrnend es 
Dokument 



8 



EP 1 263 021 A1 



Europilschea 
Paten tamt 



EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT 



Numnw der Anmeldung 

EP 02 10 0572 



EINSCHLAGIGE DOKUMENTE 



Kategorie 



Kennzetehnung des Dokumenta mft Angabe, soweH erfordertich. 
dor maBgeMlchen Teile 



Betrlfft 
Anspruch 



KLASSIFlKATtON OER 

(lnt.CI.7) 



EP 1 013 625 A (MURATA MANUFACTURING CO) 
28. Jun1 2000 (2000-06-28) 

* Zusammenf assung; Abblldungen 4,5 * 

* Absatze '0013!-<0059! ; Anspruche 
6,8,10,11 * 

US 6 226 250 Bl (TSAI CHING-HSIANG ET AL) 

1. Mai 2001 (2001-05-01) 

* Zusammenf assung; Anspruch 1 * 

* Spalte 3, Zeile 1 - Spalte 28, Zeile 58 
* 

EP 0 782 156 A (PHILIPS PATENTVERWALTUNG 
;PHILIPS ELECTRONICS NV (NL)) 

2. Jul1 1997 (1997-07-02) 

* Zusammenf assung; Anspruch 5 * 

US 5 720 859 A (EVANS ANTHONY ET AL) 
24. Februar 1998 (1998-02-24) 

* Spalte 4, Zeile 25 - Spalte 5, Zeile 33 



6,7 
1-5 
1-5 

1-5 
1-5 



RECHERCHIERTE 
6ACHQEBIETE (lnt.CI.7) 



Der vorl legend* Recherche nbericht wurde fur alio Pate rrtansp ruche ersteltt 



Reoherohonort 

MUNCHEN 



AtscWuBdarum der R»c^*xh« 

9. August 2002 



Prfltor 

Lang, T 



KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE 

X : von besonderer Bedeutung alt el n betrachtel 

Y : von beaonderor Bedeutung In Verolndung mlt elner 

anderan Veroffentflchung derseJben Kategorie 
A : tochnologlsoher Hlntergrund 
O : nlchtschriftltahe Offenbarung 
P : ZwtechenfltBralur 



T : der Erflndung zugrunda (legends Theorlen oder Grundsatze 
E : 6ft ere a Paten tdokument, das ledoch erst am Oder 
nach dem Anmetdedatum veroffentllcht word en 1st 
O : ir der An me (dung angefuhrtea Dokumerrt 
L : aus anderen Grunden angefuhrtes DokL-ment 



& : Vltglled derglektien PatentfamBle.uberetnatlmmendes 
Dokument 



9 



EP 1 263 021 A1 



ANHANG ZUM EUROPAISCHEN RECHERCHENBERICHT 
UBER DIE EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG NR. 



EP 02 10 0572 



In diesem Anhang sind die Mrtglieder dor Patentfamilien der im obengenannteo europaischen Recherchenberlcht angeluhrten 

^A^^^^r^e^Menml^iedet entsprechen dem Stand der Dale! des Europaischen Patentamts am 
Diese Angaben dienen nur zur Untorrichtung und erfolgen ohne Gewahr. 

09-08-2002 



Im Recharchen bench t 
angefGhrles Patentee kumerrt 



Datum der 
Verofferrtllchung 



Mrtglied(er) der 
Patentfamltie 



Datum der 
VerfiffentJichung 



EP 1137050 A 



26-09-2001 



DE 
CN 
EP 
JP 
US 



10014407 Al 
1319876 A 
1137050 Al 
2001291492 A 
2001024090 Al 



WO 9826447 



18-06-1998 



DE 
AT 
CA 
CN 
WO 
DE 
EP 
HU 
JP 
US 



19651552 Al 
219861 T 
2246255 Al 
1210620 A 
9826447 Al 

59707598 Dl 
0883897 Al 
9900333 A2 
2000512070 T 
6157145 A 



EP 1087422 A 



28-03-2001 



DE 
CN 
EP 
JP 



19945758 Al 
1293448 A 
1087422 A2 
2001110363 A 



DE 19915616 A 



EP 1013625 



12-10-2000 



DE 
CN 
EP 
JP 
US 



19915616 Al 
1272680 A 
1043751 Al 
2000306547 A 
6417621 Bl 



28-06-2000 



JP 
EP 
US 



2000191371 A 
1013625 A2 
6380118 Bl 



US 6226250 Bl 01-05-2001 TW 



440046 Y 



EP 0782156 A 



US 5720859 



02-07-1997 



24-02-1998 



DE 
EP 
JP 
US 

AU 
EP 
JP 
TW 
W0 



19546237 Al 
0782156 A2 
9205036 A 
5790367 A 

3293197 A 
0902952 Al 
2000512078 T 
378331 B 
9747018 Al 



27-09-2001 
31-10-2001 

26- 09-2001 
19-10-2001 

27- 09-2001 



18-06- 

15- 07- 
18-06- 
10-03- 
18-06- 
01-08- 

16- 12- 
28-05- 
12-09- 
05-12- 



1998 
2002 
1998 
1999 
1998 
2002 
1998 
1999 
2000 
2000 



29-03-2001 
02-05-2001 
28-03-2001 
20-04-2001 



12-10-2000 

08- 11-2000 
11-10-2000 
02-11-2000 

09- 07-2002 



11-07-2000 
28-06-2000 
30-04-2002 



07-06-2001 



19-06-1997 
02-07-1997 
05-08-1997 

04- 08-1998 

05- 01-1998 
24-03-1999 
12-09-2000 
01-01-2000 
11-12-1997 



Fur nahere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe AmtsWatt des Europaischen Patentamts, Nr.1 2782 



10 



